MOSFET

*MOSFET : Metal-Oxid-Silizium a a
Feldeffekttransistor / d

*FET wurde 1926 von Julius \7 4% \7L . ﬂj
Edgar Lilienfeld und 1934 von - i a |

Oskar Heil vorgeschlagen DRam  wanal sounce DR i

*Die ersten MOSFET wurde

; - Ein selbstsperrender N-Kanal MOSFET Fin selhstenerrender P-Kanal MOSFFT
alerdings erst 1960 gefertigt

*Ein MOSFET besteht aus : p-typ SDW% | [
i \. o
*Beim selbstleitenden N-MOSFET

*Die Anschliisse eines MOSFETs k-

heissen : Drain, Source und Gate ! s wibelrsl

und n-typ Halbleiter, einem

Isolator (Dielektrikum), und einem

Metallschicht als Gate.

werden Drain and Source durch Wirkung'sweise eines N-MOSFETs
eine n-dotierte Leitung zwischen
Drain and Source leitend

verbunden (Bzw. p dotierte beim N-Kanal/(P—Substrat)—~MOS—Feldeffekttransistoren
Selbstsperrenden p_MOSFET) 1=Verarmungstyp (depletion), 2=Anreicherungstyp (enhancement)

o /o
Ausgangkennlinienfeld Yss JI_— -
*Ein MOSFET steuert einen 1 2
Ausgangstrom durch Spannung, der L{
Eingangstrom fliesst nicht /]
*U,, (Schwellenspannung) s H-'—'B
kennzeichnet den Punkt, an dem der l
Transistor beginnt zu leiten. /
.Uth_ist technologisch einstellbar. M”Es “uth"'"' Uth Ugs
*Beim selbstsperrenden N-
MOSFET muss Uy groBRer als Uy,
sein, damit der Transistor wirkt. P-Kanal/(N-Substrat)- MOS—Feldeffekttransistoren
.Beim Seletleitenden N-MOSFET i=Verarmungstyp (depietion), 2=Anreicherungstyp (enhancement)
leitet der Transistor auch bei Uy = 0. ~Ups -Ugs Ugh Uty

*Beim sebstsperrenden P-
MOSFET liegt U, in negativem
Bereich, und beginnt zu leiten, wenn
Ugs < Uth. —
*Beim selbstleitenden P-MOSFET - / d
liegt Uy, im positiven Bereich, und
leitet schon bei U, = 0

yane

~Vgs




Berechnung von |,

Man unterscheidet 3 Bereiche:

1. Sperrbereich: U,s < Uy, aly =0

2. Triodenbereich (Linear Bereich) :

Ugs > Uy, und (U, -

Up) >> Ugs >0

Alps = B(Ugg-Up)Ups
Parabolischerbereich : (Ugs - Uth) >= Uds
A lyg = B((Ugg-Up)Upgs — Ups?2)

3. Sattigungsbereich :
UGS > UTH und UDS > UGS-UTH

&A1= (R12) (Ugg-Us,)?

*Beta ist der Verstarkungsfaktor
desTransistors und bestimmt die Steilheit

Om = 0lg/ OUyq

und der Ausgangswiderstand

ip |
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